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325MHz、シングル/デュアル
レール・トゥ・レール入力/出力、低歪み

低ノイズ高精度オペアンプ

利得が20の差動A/Dドライバ
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VS = ±5V
AV = 20
fSAMPLE = 10Msps
fIN = 1.4086MHz
SFDR = 83dB
NONAVERAGED
VIN = 200mVP-P

4096ポイントのFFT応答

特長
■ 利得帯域幅積：325MHz
■ スルーレート：140V/µs
■ 広い電源電圧範囲：2.5V～12.6V
■ 大出力電流：85mA
■ 低歪み、5MHz：－80dBc
■ 低電圧ノイズ：3.5nV/√Hz
■ 入力同相範囲に両レールを含む
■ レール・トゥ・レール出力振幅
■ 入力オフセット電圧（レール・トゥ・レール）：最大
550µV

■ 同相除去：標準106dB
■ 電源電圧除去比：標準105dB
■ ユニティゲイン安定
■ パワーダウン・ピン（LT1806)
■ シングル：SO-8、6ピンSOT-23
■ デュアル：SO-8、8ピンMSOP
■ 動作温度範囲：－40℃～85℃

アプリケーション
■ 低電圧、高周波信号処理
■ A/Dコンバータのドライブ
■ レール・トゥ・レール振幅バッファ・アンプ
■ アクティブ・フィルタ
■ ビデオ・ライン・ドライバ
、LTC、LTはリニアテクノロジー社の登録商標です。

概要

LT®1806/LT1807 は、シングル/デュアル、低ノイズ、レー
ル・トゥ・レール入力/出力、ユニティゲイン安定のオペ
アンプで、325MHzの利得帯域積、140V/µsのスルーレート
および85mAの出力電流という特長を備えています。低電
圧、高性能の信号処理システム用に最適化されています。

LT1806/LT1807の歪みは5MHzで－80dBcと非常に低く、
入力換算ノイズ電圧は3.5nV/√Hzと低く、最大オフセッ
ト電圧は550µVなので、高性能データ収集システムで使
用することができます。

LT1806/LT1807の入力範囲は両電源レールを含み、出力
は各電源レールの20mV以内までスイングするので、低
電源アプリケーションの信号ダイナミック・レンジを最
大にすることができます。

LT1806/LT1807は2.5V～12.6Vの電源に対して性能を維
持し、3V、5V、および±5V電源で仕様が規定されてい
ます。入力は電源レールを超えてドライブすることがで
き、そうしても入力の損傷や出力の位相反転が起きるこ
とはありません。

LT1806 は標準オペアンプ・ピン配置の8ピンSOパッ
ケージおよび6ピンSOT-23パッケージで供給されます。
LT1807は標準のデュアル・オペアンプ・ピン配置で、8
ピンSOパッケージおよびMSOPパッケージで供給されま
す。これらのデバイスは多くのオペアンプのプラグイン
互換品として使用することができ、入力/出力範囲と性
能を改善することができます。

標準的応用例
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SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
VOS Input Offset Voltage VCM = V+ 100 550 µV

VCM = V– 100 550 µV
VCM = V+ (LT1806 SOT-23) 100 700 µV
VCM = V– (LT1806 SOT-23) 100 700 µV

∆VOS Input Offset Voltage Shift VCM = V– to V+ 50 550 µV
VCM = V– to V+ (LT1806 SOT-23) 100 700 µV

Input Offset Voltage Match (Channel-to-Channel) VCM = V– to V+ 200 1000 µV
(Note 10)

IB Input Bias Current VCM = V+ 1 4 µA
VCM = V– + 0.2V –13 – 5 µA

∆IB Input Bias Current Shift VCM = V– to V+ 6 17 µA
Input Bias Current Match (Channel-to-Channel) VCM = V+ 0.03 1.2 µA
(Note 10) VCM = V– + 0.2V 0.05 3.0 µA

より広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社へお問い合わせください。

絶対最大定格　(Note 1)

全電源電圧(V＋～V－) ............................................. 12.6V
入力電圧 (Note 2) .....................................................±VS
入力電流 (Note 2) ............................................... ±10mA
出力短絡時間 (Note 3) ..........................................無制限
動作温度範囲 (Note 4) .............................. －40℃～85℃

指定温度範囲 (Note 5) .............................. －40℃～85℃
接合部温度 ............................................................. 150℃
保存温度範囲 .......................................... －65℃～150℃
リード温度 (半田付け、10秒) ................................ 300℃

パッケージ/発注情報

電気的特性
TA = 25℃。注記がない限り、VS = 5V、0V; VS = 3V、0V; VSHDN = 開放; VCM = VOUT = 電源の1/2。
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SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
IOS Input Offset Current VCM = V+ 0.03 0.6 µA

VCM = V– + 0.2V 0.05 1.5 µA
∆IOS Input Offset Current Shift VCM = V– + 0.2V to V+ 0.08 2.1 µA

Input Noise Voltage 0.1Hz to 10Hz 800 nVP-P

en Input Noise Voltage Density f = 10kHz 3.5 nV/√Hz
in Input Noise Current Density f = 10kHz 1.5 pA/√Hz
CIN Input Capacitance 2 pF
AVOL Large-Signal Voltage Gain VS = 5V, VO = 0.5V to 4.5V, RL = 1k to VS/2 75 220 V/mV

VS = 5V, VO = 1V to 4V, RL = 100 to VS/2 9 22 V/mV
VS = 3V, VO = 0.5V to 2.5V, RL = 1k to VS/2 60 150 V/mV

CMRR Common Mode Rejection Ratio VS = 5V, VCM = V– to V+ 79 100 dB
VS = 3V, VCM = V– to V+ 74 95 dB

CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 10) VS = 5V, VCM = V– to V+ 73 100 dB
VS = 3V, VCM = V– to V+ 68 95 dB

Input Common Mode Range V– V+ V
PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = 2.5V to 10V, VCM = 0V 90 105 dB

PSRR Match (Channel-to-Channel) (Note 10) VS = 2.5V to 10V, VCM = 0V 84 105 dB
Minimum Supply Voltage (Note 6) 2.3 2.5 V

VOL Output Voltage Swing  LOW (Note 7) No Load 8 50 mV
ISINK = 5mA 50 130 mV
ISINK = 25mA 170 375 mV

VOH Output Voltage Swing  HIGH (Note 7) No Load 15 65 mV
ISOURCE = 5mA 85 180 mV
ISOURCE = 25mA 350 650 mV

ISC Short-Circuit Current VS = 5V ±35 ±85 mA
VS = 3V ±30 ±65 mA

IS Supply Current per Amplifier 9 13 mA
Disable Supply Current VS = 5V, VSHDN = 0.3V 0.40 0.9 mA

VS = 3V, VSHDN = 0.3V 0.22 0.7 mA
ISHDN SHDN Pin Current VS = 5V, VSHDN = 0.3V 150 350 µA

VS = 3V, VSHDN = 0.3V 100 300 µA
Shutdown Output Leakage Current VSHDN = 0.3V 0.1 75 µA

VL SHDN Pin Input Voltage LOW 0.3 V
VH SHDN Pin Input Voltage HIGH V+ – 0.5 V
tON Turn-On Time VSHDN = 0.3V to 4.5V, RL = 100Ω 80 ns
tOFF Turn-Off Time VSHDN = 4.5V to 0.3V, RL = 100Ω 50 ns
GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 6MHz 325 MHz
SR Slew Rate VS = 5V, AV = –1, RL = 1k, VO = 4V 125 V/µs
FPBW Full Power Bandwidth VS = 5V, VOUT = 4VP-P 10 MHz
HD Harmonic Distortion VS = 5V, AV = 1, RL = 1k, VO = 2VP-P, fC = 5MHz –78 dBc
tS Settling Time 0.01%, VS = 5V, VSTEP = 2V, AV = 1, RL = 1k  60 ns
∆G Differential Gain (NTSC) VS = 5V, AV = 2, RL = 150 0.015 %
∆θ Differential Phase (NTSC) VS = 5V, AV = 2, RL = 150 0.05 Deg

電気的特性

TA = 25℃。注記がない限り、VS = 5V、0V; VS = 3V、0V; VSHDN = 開放; VCM = VOUT = 電源の1/2。



LT1806/LT1807

4

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
VOS Input Offset Voltage VCM = V+ ● 200 700 µV

VCM = V– ● 200 700 µV
VCM = V+  (LT1806 SOT-23) ● 200 850 µV
VCM = V–  (LT1806 SOT-23) ● 200 850 µV

VOS TC Input Offset Voltage Drift (Note 8) VCM = V+ ● 1.5 5 µV/°C
VCM = V– ● 1.5 5 µV/°C

∆VOS Input Offset Voltage Shift VCM = V– to V+ ● 100 700 µV
VCM = V– to V+  (LT1806 SOT-23) ● 100 850 µV

Input Offset Voltage Match (Channel-to-Channel) VCM = V –, VCM = V + ● 300 1200 µV
(Note 10)

IB Input Bias Current VCM = V+ – 0.2V ● 1 5 µA
VCM = V– + 0.4V ● –15 –5 µA

∆IB Input Bias Current Shift VCM = V– + 0.4V to V+ – 0.2V ● 6 20 µA
Input Bias Current Match (Channel-to-Channel) VCM = V+ – 0.2V ● 0.03 1.5 µA
(Note 10) VCM = V– + 0.4V ● 0.05 3.5 µA

IOS Input Offset Current VCM = V+ – 0.2V ● 0.03 0.75 µA
VCM = V– + 0.4V ● 0.05 1.80 µA

∆IOS Input Offset Current Shift VCM = V– + 0.4V to V+ – 0.2V ● 0.08 2.55 µA
AVOL Large-Signal Voltage Gain VS = 5V, VO = 0.5V to 4.5V, RL = 1k to VS/2 ● 60 175 V/mV

VS = 5V, VO = 1V to 4V, RL = 100Ω to VS/2 ● 7.5 20 V/mV
VS = 3V, VO = 0.5V to 2.5V, RL = 1k to VS/2 ● 45 140 V/mV

CMRR Common Mode Rejection Ratio VS = 5V, VCM = V– to V+ ● 77 94 dB
VS = 3V, VCM = V– to V+ ● 72 89 dB

CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 10) VS = 5V, VCM = V– to V+ ● 71 94 dB
VS = 3V, VCM = V– to V+ ● 66 89 dB

Input Common Mode Range ● V– V+ V
PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = 2.5V to 10V, VCM = 0V ● 88 105 dB

PSRR Match (Channel-to-Channel) (Note 10) VS = 2.5V to 10V, VCM = 0V ● 82 105 dB
Minimum Supply Voltage (Note 6) VCM = VO = 0.5V ● 2.3 2.5 V

VOL Output Voltage Swing LOW (Note 7) No Load ● 12 60 mV
ISINK = 5mA ● 60 140 mV
ISINK = 25mA ● 180 425 mV

VOH Output Voltage Swing HIGH (Note 7) No Load ● 30 120 mV
ISOURCE = 5mA ● 110 220 mV
ISOURCE = 25mA ● 360 700 mV

ISC Short-Circuit Current VS = 5V ● ±30 ±65 mA
VS = 3V ● ±25 ±55 mA

IS Supply Current per Amplifier ● 10 14 mA
Disable Supply Current VS = 5V, VSHDN = 0.3V ● 0.40 1.1 mA

VS = 3V, VSHDN = 0.3V ● 0.22 0.9 mA
ISHDN SHDN Pin Current VS = 5V, VSHDN = 0.3V ● 160 400 µA

VS = 3V, VSHDN = 0.3V ● 110 350 µA
Shutdown Output Leakage Current VSHDN = 0.3V ● 1 µA

VL SHDN Pin Input Voltage LOW ● 0.3 V
VH SHDN Pin Input Voltage HIGH ● V+ – 0.5 V
tON Turn-On Time VSHDN = 0.3V to 4.5V, RL = 100Ω ● 80 ns
tOFF Turn-Off Time VSHDN = 4.5V to 0.3V, RL = 100Ω ● 50 ns
GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 6MHz ● 300 MHz
SR Slew Rate VS = 5V, AV = –1, RL= 1k, VO = 4V ● 100 V/µs
FPBW Full Power Bandwidth VS = 5V, VO = 4VP-P ● 8 MHz

電気的特性

●は0℃<TA<70℃の温度範囲の規格値を意味する。注記がない限り、VS = 5V、0V; VS = 3V、0V; VSHDN = 開放; VCM = VOUT = 電源の1/2。



LT1806/LT1807

5

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
VOS Input Offset Voltage VCM = V+ ● 200 800 µV

VCM = V– ● 200 800 µV
VCM = V+  (LT1806 SOT-23) ● 200 950 µV
VCM = V–  (LT1806 SOT-23) ● 200 950 µV

VOS TC Input Offset Voltage Drift (Note 8) VCM = V+ ● 1.5 5 µV/°C
VCM = V – ● 1.5 5 µV/°C

∆VOS Input Offset Voltage Shift VCM = V– ● 100 800 µV
VCM = V– to V+  (LT1806 SOT-23) ● 100 950 µV

Input Offset Voltage Match (Channel-to-Channel) VCM = V+, VCM = V – ● 200 1400 µV
(Note 10)

IB Input Bias Current VCM = V+ – 0.2V ● 1 6 µA
VCM = V– + 0.4V ● –16 – 5 µA

∆IB Input Bias Current Shift VCM = V– + 0.4V to V+ – 0.2V ● 6 22 µA
Input Bias Current Match (Channel-to-Channel) VCM = V+ – 0.2V ● 0.02 1.8 µA
(Note 10) VCM = V– + 0.4V ● 0.05 4.0 µA

IOS Input Offset Current VCM = V+ – 0.2V ● 0.02 0.9 µA
VCM = V– + 0.4V ● 0.05 2.1 µA

∆IOS Input Offset Current Shift VCM = V– + 0.4V to V+ – 0.2V ● 0.07 3 µA
AVOL Large-Signal Voltage Gain VS = 5V, VO = 0.5V to 4.5V, RL = 1k to VS/2 ● 50 140 V/mV

VS = 5V, VO = 1V to 4V, RL = 100Ω to VS/2 ● 6 16 V/mV
VS = 3V, VO = 0.5V to 2.5V, RL = 1k to VS/2 ● 35 100 V/mV

CMRR Common Mode Rejection Ratio VS = 5V, VCM = V– to V+ ● 75 94 dB
VS = 3V, VCM = V– to V+ ● 71 89 dB

CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 10) VS = 5V, VCM = V– to V+ ● 69 94 dB
VS = 3V, VCM = V– to V+ ● 65 89 dB

Input Common Mode Range ● V– V+ V
PSRR Power Supply Rejection Ratio VS = 2.5V to 10V, VCM = 0V ● 86 105 dB

PSRR Match (Channel-to-Channel) (Note 10) VS = 2.5V to 10V, VCM = 0V ● 80 105 dB
Minimum Supply Voltage (Note 6) VCM = VO = 0.5V ● 2.3 2.5 V

VOL Output Voltage Swing LOW (Note 7) No Load ● 15 70 mV
ISINK = 5mA ● 65 150 mV
ISINK = 20mA ● 170 400 mV

VOH Output Voltage Swing HIGH (Note 7) No Load ● 30 130 mV
ISOURCE = 5mA ● 110 240 mV
ISOURCE = 20mA ● 350 700 mV

ISC Short-Circuit Current VS = 5V ● ±22 ±45 mA
VS = 3V ● ±20 ±40 mA

IS Supply Current per Amplifier ● 11 16 mA
Disable Supply Current VS = 5V, VSHDN = 0.3.V ● 0.4 1.2 mA

VS = 3V, VSHDN = 0.3V ● 0.3 1.0 mA
ISHDN SHDN Pin Current VS = 5V, VSHDN = 0.3V ● 170 450 µA

VS = 3V, VSHDN = 0.3V ● 120 400 µA
Shutdown Output Leakage Current VSHDN = 0.3V ● 1.2 µA

VL SHDN Pin Input Voltage LOW ● 0.3 V
VH SHDN Pin Input Voltage HIGH ● V+ – 0.5 V
tON Turn-On Time VSHDN = 0.3V to 4.5V, RL = 100Ω ● 80 ns
tOFF Turn-Off Time VSHDN = 4.5V to 0.3V, RL = 100Ω ● 50 ns
GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 6MHz ● 250 MHz
SR Slew Rate VS= 5V, AV = –1, RL= 1k, VO = 4V ● 80 V/µV
FPBW Full Power Bandwidth VS = 5V, VO = 4VP-P ● 6 MHz

電気的特性

●は－40℃<TA<85℃の温度範囲の規格値を意味する。注記がない限り、VS = 5V、0V; VS = 3V、0V; VSHDN = 開放; VCM = VOUT
= 電源の1/2。(Note 5)
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SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
VOS Input Offset Voltage VCM = V+ 100 700 µV

VCM = V– 100 700 µV
VCM = V+  (LT1806 SOT-23) 100 750 µV
VCM = V–  (LT1806 SOT-23) 100 750 µV

∆VOS Input Offset Voltage Shift VCM = V– to V+ 50 700 µV
VCM = V – to V+  (LT1806 SOT-23) 50 750 µV

Input Offset Voltage Match (Channel-to-Channel) VCM = V–, VCM = V + 200 1200 µV
(Note 10)

IB Input Bias Current VCM = V+ 1 5 µA
VCM = V– + 0.2V –14 –5 µA

∆IB Input Bias Current Shift VCM = V– + 0.2V to V+ 6 19 µA
Input Bias Current Match (Channel-to-Channel) VCM = V+ 0.03 1.4 µA
(Note 10) VCM = V– + 0.2V 0.05 3.2 µA

IOS Input  Offset  Current VCM = V+ 0.03 0.7 µA
VCM = V– + 0.2V 0.04 1.6 µA

∆IOS Input  Offset  Current  Shift VCM = V– + 0.2V to V+ 0.07 2.3 µA
Input  Noise Voltage 0.1Hz to 10Hz 800 nVP-P

en Input  Noise Voltage  Density f = 10kHz 3.5 nV/√Hz
in Input  Noise  Current  Density f = 10kHz 1.5 pA/√Hz
CIN Input Capacitance f = 100kHz 2 pF
AVOL Large-Signal Voltage Gain VO = –4V to 4V, RL = 1k 100 300 V/mV

VO = –2.5V to 2.5V, RL = 100Ω 10 27 V/mV
CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM = V– to V+ 83 106 dB

CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 10) VCM = V – to V+ 77 106 dB
Input Common Mode Range V– V+ V

PSRR Power Supply Rejection Ratio V+
 = 2.5V to 10V, V– = 0V 90 105 dB

PSRR Match (Channel-to-Channel) (Note 10) V+
 = 2.5V to 10V, V– = 0V 84 105 dB

VOL Output Voltage Swing LOW (Note 7) No Load 14 60 mV
ISINK = 5mA 55 140 mV
ISINK = 25mA 180 450 mV

VOH Output Voltage Swing HIGH (Note 7) No Load 20 70 mV
ISOURCE = 5mA 90 200 mV
ISOURCE = 25mA 360 700 mV

ISC Short-Circuit Current ±40 ±85 mA
IS Supply Current per Amplifier 11 16 mA

Disable Supply Current VSHDN = 0.3V 0.4 1.2 mA
ISHDN SHDN Pin Current VSHDN = 0.3V 150 350 µA

Shutdown Output Leakage Current VSHDN = 0.3V 0.3 75 µA
VL SHDN Pin Input Voltage LOW 0.3 V
VH SHDN Pin Input Voltage HIGH V+ – 0.5 V
tON Turn-On Time VSHDN = 0.3V to 4.5V, RL = 100Ω 80 ns
tOFF Turn-Off Time VSHDN = 4.5V to 0.3V, RL = 100Ω 50 ns
GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 6MHz 170 325 MHz
SR Slew Rate AV = –1, RL = 1k, VO = ±4V, Measured at VO = ±3V 70 140 V/µs
FPBW Full Power Bandwidth VO = 8VP-P 5.5 MHz
HD Harmonic Distortion AV = 1, RL = 1k, VO = 2VP-P, fC = 5MHz –80 dBc
tS Settling Time 0.01%, VSTEP = 8V, AV = 1, RL = 1k  120 ns
∆G Differential Gain (NTSC) AV = 2, RL = 150 0.01 %
∆θ Differential Phase (NTSC) AV = 2, RL = 150 0.01 Deg

電気的特性

TA = 25℃。注記がない限り、VS = ±5V、VSHDN = 開放; VCM = 0V、VOUT = 0V。



LT1806/LT1807

7

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VOS Input Offset Voltage VCM = V+ ● 200 800 µV
VCM = V– ● 200 800 µV
VCM = V+  (LT1806 SOT-23) ● 200 900 µV
VCM = V–  (LT1806 SOT-23) ● 200 900 µV

VOS TC Input Offset Voltage Drift (Note 8) VCM = V+ ● 1.5 5 µV/°C
VCM = V– ● 1.5 5 µV/°C

∆VOS Input Offset Voltage Shift VCM = V– to V+ ● 100 800 µV
VCM = V – to V +  (LT1806 SOT-23) ● 100 900 µV

Input Offset Voltage Match (Channel-to Channel) VCM = V –, VCM = V+ ● 300 1400 µV
(Note 10)

IB Input Bias Current VCM = V+ – 0.2V ● 1 6 µA
VCM = V– + 0.4V ● –15 – 6 µA

∆IB Input Bias Current Shift VCM = V– + 0.4V to V+ – 0.2V ● 7 21 µA

Input Bias Current Match (Channel-to-Channel) VCM = V+ – 0.2V ● 0.03 1.8 µA
(Note 10) VCM = V– + 0.4V ● 0.04 3.8 µA

IOS Input Offset Current VCM = V+ – 0.2V ● 0.03 0.9 µA
VCM = V– + 0.4V ● 0.04 1.9 µA

∆IOS Input Offset Current Shift VCM = V– + 0.4V to V+ – 0.2V ● 0.07 2.8 µA

AVOL Large-Signal Voltage Gain VO = –4V to 4V, RL = 1k ● 80 250 V/mV
VO = –2.5V to 2.5V, RL = 100Ω ● 8 25 V/mV

CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM = V– to V+ ● 81 100 dB

CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 10) VCM = V– to V+ ● 75 100 dB

Input Common Mode Range ●  V–  V+ V

PSRR Power Supply Rejection Ratio V+
 = 2.5V to 10V, V– = 0V ● 88 105 dB

PSRR Match (Channel-to-Channel) (Note 10) V+
 = 2.5V to 10V, V– = 0V ● 82 106 dB

VOL Output Voltage Swing LOW (Note 7) No Load ● 18 80 mV
ISINK = 5mA ● 60 160 mV
ISINK = 25mA ● 185 500 mV

VOH Output Voltage Swing HIGH (Note 7) No Load ● 40 140 mV
ISOURCE = 5mA ● 110 240 mV
ISOURCE = 25mA ● 360 750 mV

ISC Short-Circuit Current ● ±35 ±75 mA

IS Supply Current per Amplifier ● 14 20 mA

Disable Supply Current VSHDN = 0.3V ● 0.4 1.4 mA

ISHDN SHDN Pin Current VSHDN = 0.3V ● 160 400 µA

Shutdown Output Leakage Current VSHDN = 0.3V ● 1 µA

VL SHDN Pin Input Voltage LOW ● 0.3 V

VH SHDN Pin Input Voltage HIGH ● V+ – 0.5 V

tON Turn-On Time VSHDN = 0.3V to 4.5V, RL = 100Ω ● 80 ns

tOFF Turn-Off Time VSHDN = 4.5V to 0.3V, RL = 100Ω ● 50 ns

GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 6MHz ● 150 300 MHz

SR Slew Rate AV = –1, RL = 1k, VO = ±4V, ● 60 120 V/µs
Measure at VO = ±3V

FPBW Full Power Bandwidth VO = 8VP-P ● 4.5 MHz

電気的特性

●は0℃<TA<70℃の温度範囲の規格値を意味する。注記がない限り、VS = ±5V、VSHDN = 開放; VCM = 0V、VOUT = 0V。
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SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS

VOS Input Offset Voltage VCM = V+ ● 200 900 µV
VCM = V– ● 200 900 µV
VCM = V+  (LT1806 SOT-23) ● 200 975 µV
VCM = V–  (LT1806 SOT-23) ● 200 975 µV

VOS TC Input Offset Voltage Drift (Note 8) VCM = V+ ● 1.5 5 µV/°C
VCM = V– ● 1.5 5 µV/°C

∆VOS Input Offset Voltage Shift VCM = V– to V+ ● 100 900 µV
VCM = V– to V+ (LT1806 SOT-23) ● 100 975 µV

Input Offset Voltage Match (Channel-to-Channel) VCM = V– to V+ ● 300 1600 µV
(Note 10)

IB Input Bias Current VCM = V+ – 0.2V ● 1.2 7 µA
VCM = V– + 0.4V ● –16 – 5 µA

∆IB Input Bias Current Shift VCM = V– + 0.4V to V+ – 0.2V ● 6 23 µA

Input Bias Current Match (Channel-to-Channel) VCM = V+ – 0.2V ● 0.03 2.0 µA
(Note 10) VCM = V– + 0.4V ● 0.04 4.5 µA

IOS Input Offset Current VCM = V+ – 0.2V ● 0.03 1.0 µA
VCM = V– + 0.4V ● 0.04 2.2 µA

∆IOS Input Offset Current Shift VCM = V– + 0.4V to V+ – 0.2V ● 0.07 3.2 µA

AVOL Large-Signal Voltage Gain VO = –4V to 4V, RL = 1k ● 60 175 V/mV
VO = –2V to 2V, RL =100Ω ● 7 17 V/mV

CMRR Common Mode Rejection Ratio VCM = V– to V+ ● 80 100 dB

CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 10) VCM = V– to V+ ● 74 100 dB

Input Common Mode Range ●  V–  V+ V

PSRR Power Supply Rejection Ratio V+
 = 2.5V to 10V, V– = 0V ● 86 105 dB

PSRR Match (Channel-to-Channel) (Note 10) ● 80 105 dB

VOL Output Voltage Swing LOW (Note 7) No Load ● 20 100 mV
ISINK = 5mA ● 65 170 mV
ISINK = 20mA ● 200 500 mV

VOH Output Voltage Swing HIGH (Note 7) No Load ● 50 160 mV
ISOURCE = 5mA ● 115 260 mV
ISOURCE = 20mA ● 360 700 mV

ISC Short-Circuit Current ● ±25 ±55 mA

IS Supply Current ● 15 22 mA

Disable Supply Current VSHDN = 0.3V ● 0.45 1.5 mA
ISHDN SHDN Pin Current VSHDN = 0.3V ● 170 450 µA

Shutdown Output Leakage Current VSHDN = 0.3V ● 1.2 µA
VL SHDN Pin Input Voltage LOW ● 0.3 V
VH SHDN Pin Input Voltage HIGH ● V+ – 0.5 V
tON Turn-On Time VSHDN = 0.3V to 4.5V, RL = 100Ω ● 80 ns
tOFF Turn-Off Time VSHDN = 4.5V to 0.3V, RL = 100Ω ● 50 ns

GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 6MHz ● 125 290 MHz

SR Slew Rate AV = –1, RL = 1k, VO = ±4V, ● 50 100 V/µs
Measured at VO = ±3V

FPBW Full Power Bandwidth VO = 8VP-P ● 4 MHz

Note 1: 絶対最大定格はそれを超えるとデバイスの寿命に影響を及ぼす値。

電気的特性

●は－40℃<TA<85℃の温度範囲の規格値を意味する。注記がない限り、VS = ±5V、VSHDN = 開放; VCM = 0V、VOUT = 0V。(Note 5)

Note 2: 入力はバック・トゥ・バック・ダイオードにより保護されている。差動
入力電圧が1.4V を超える場合、入力電流は10mA未満に制限すること。
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VOSの分布、 VCM = 0V (PNP段)

INPUT OFFSET VOLTAGE (µV)
–500

PE
RC

EN
T 

OF
 U

NI
TS

 (%
)

30

40

50

300

18067 G01

20

10

0
–300 –100 100 500

VS = 5V, 0V
VCM = 0V

INPUT OFFSET VOLTAGE (µV)
–500

PE
RC

EN
T 

OF
 U

NI
TS

 (%
)

30

40

50

300

18067 G02

20

10

0
–300 –100 100 500

VS = 5V, 0V
VCM = 5V

INPUT OFFSET VOLTAGE (µV)
–500

PE
RC

EN
T 

OF
 U

NI
TS

 (%
)

30

40

50

300

18067 G03

20

10

0
–300 –100 100 500

VS = 5V, 0V

VOSの分布、 VCM = 5V (NPN段)
VCM = 0V～5Vの場合の∆VOSシ
フト

アンプ当たりの電源電流と電源
電圧 オフセット電圧と入力同相電圧 入力バイアス電流と同相電圧
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電気的特性
Note 3: 出力が無制限に短絡されるときは、接合部温度を絶対最大定格以下に抑
えるために、ヒートシンクが必要な場合がある。

Note 4: LT1806C/LT1806IおよびLT1807C/LT1807Iは－40℃～85℃の動作温度
範囲で動作することが保証されている。

Note 5: LT1806C/LT1807Cは、0℃～70℃の温度範囲で性能仕様に適合するこ
とが保証されている。LT1806C/LT1807Cは－40℃～85℃の拡張温度範囲で性
能仕様に適合するように設計され、特性が評価されており、性能仕様に適合す
ると予想されるが、これらの温度ではテストされないし、QAサンプリングもお
こなわれない。LT1806I/LT1807Iは－40℃～85℃の温度範囲で性能仕様に適合
することが保証されている。

Note 6: 最小電源電圧は電源除去比テストによって保証されている。

Note 7: 出力電圧振幅は出力と電源レール間で測定される。

Note 8: このパラメータに対しては、全数テストは実施されない。

Note 9: 熱抵抗はデバイスのV－ピンに接続されたPCボードのメタル量に依存し
て変化する。アプリケーション情報の熱抵抗の表に示されているように、θJAは
V－ピンに接続される2オンス銅メタル・トレースの特定の量に対して規定され
ている。

Note 10: 整合性パラメータはLT1807の2個のアンプ間の差である。

標準的性能特性
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入力バイアス電流と温度
出力飽和電圧と負荷電流
（出力は低）
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標準的性能特性
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開ループ利得
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入力ノイズ電圧と周波数 入力ノイズ電流と周波数 0.1Hz～10Hz出力電圧ノイズ
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標準的性能特性
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利得および位相と周波数 利得と周波数(AV = 1) 利得と周波数(AV = 2)
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標準的性能特性
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標準的性能特性
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5Vでの小信号応答 出力オーバードライブからの回復 シャットダウン応答
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図1．LT1806の簡略回路図

0V 0V

0V

標準的性能特性

アプリケーション情報

レール・トゥ・レール特性
LT1806/LT1807の入力と出力の信号範囲は負電源から正
電源まで含みます。このアンプの簡略回路を図1に示し
ます。入力段は2個の差動アンプ（PNP段Q1/Q2および
NPN段Q3/Q4）によって構成されており、これらは異
なった同相入力電圧範囲でアクティブになります。PNP
差動ペアは負電源と約1.5Vほど正電源より低い電圧の間
でアクティブです。入力電圧が正電源に向かって近づい
ていくと、トランジスタQ5がテール電流I1を電流ミラー

Q6/Q7に振り分け、NPN差動ペアを起動します。正電源
までの入力同相範囲の残りの部分ではPNPペアはアク
ティブではなくなります。

1対の相補共通エミッタ段Q14/Q15はレール・トゥ・
レールの出力振幅を可能にし、出力段を構成します。コ
ンデンサC1とC2はローカル・フィードバック・ループ
を形成し、高周波数での出力インピーダンスを下げま
す。
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アプリケーション情報

これらのデバイスはリニアテクノロジー社の固有の高速
コンプリメンタリ・バイポーラ・プロセスを使って製造
されます。

消費電力
LT1806/LT1807アンプは小型パッケージでありながら高
速で出力電流が大きいので、チップの接合部温度が150
℃を超えないように保証する必要があります。LT1806
はSO-8パッケージまたは6ピンSOT-23パッケージで供給
され、LT1807はSO-8パッケージまたは8ピンMSOPパッ
ケージで供給されます。すべてのパッケージのV－電源
ピンはリードフレームに溶接されており、グランド・プ
レーンや大きなメタル・トレースに接続されると熱伝導
を上げます。メタル・トレースとメッキ・スルーホール
を使って、デバイスの発生する熱をPCボードの裏面に
放散することができます。たとえば、2オンスの銅を
もった3/32インチFR-4ボードでは、SO-8パッケージの
LT1807のピン4に接続された合計660平方ミリメートル
（PCボードの各面で330平方ミリメートル）のトレースに
より、熱抵抗θJAが約85℃/Wになります。V－ピンに接続
されている電源ラインの他に、ヒートシンクとして機能
する追加のメタル・トレースが無いと、熱抵抗は約105
℃/Wになるでしょう。V－に接続するメタルの異なる面
積に対する各種パッケージの熱抵抗の詳細を、表1、表
2、および表3に示します。

表1．LT1806、6ピンSOT-23パッケージ

COPPER AREA BOARD AREA THERMAL RESISTANCE
TOPSIDE (mm2) (mm2) (JUNCTION-TO-AMBIENT)

270 2500 135°C/W

100 2500 145°C/W

20 2500 160°C/W

0 2500 200°C/W

デバイスはトップサイドに実装。

表2．LT1806/LT1807、SO-8パッケージ

           COPPER AREA
TOPSIDE BACKSIDE BOARD AREA THERMAL RESISTANCE
 (mm2) (mm2) (mm2) (JUNCTION-TO-AMBIENT)

1100 1100 2500 65°C/W

330 330 2500 85°C/W

35 35 2500 95°C/W

35 0 2500 100°C/W

0 0 2500 105°C/W

デバイスはトップサイドに実装。

表3．LT1807、8ピンMSOPパッケージ

           COPPER AREA
TOPSIDE BACKSIDE BOARD AREA THERMAL RESISTANCE
 (mm2) (mm2) (mm2) (JUNCTION-TO-AMBIENT)

540 540 2500 110°C/W

100 100 2500 120°C/W

100 0 2500 130°C/W

30 0 2500 135°C/W

0 0 2500 140°C/W

デバイスはトップサイドに実装。

熱抵抗TJは周囲温度TAおよび消費電力PDから次式にした
がって計算されます。

TJ = TA + (PD • θJA)

IC内の電力消費は電源電圧、出力電圧、および負荷抵抗
の関数です。与えられた電源電圧に対して、ワースト
ケースの電力消費PD(MAX)は最大静止電源電流およびど
ちらかの電源電圧の半分の出力電圧（または最大振幅が
電源電圧の1/2より小さい場合は最大振幅）で生じます。
PD(MAX)は次式で与えられます。

PD(MAX) = (VS • IS(MAX)) + (VS/2)2/RL

例：V－ピンに接続された追加の熱放散プレーンなし
に、面積が2500平方ミリメートルのPCボードに実装さ
れたSO-8パッケージのLT1807の熱抵抗θJAは105℃/Wに
なります。 ±5V電源で動作し、両方のアンプが同時に
50Ωの負荷をドライブしているとき、ワーストケースの
消費電力は次式で与えられます。

PD(MAX) = 2 • (10 • 14mA) + 2 • (2.5)2/50
= 0.28 + 0.25 = 0.53W

デバイスの動作を許容できる最大周囲温度は次式のとお
りです。

TA = TJ – (PD(MAX) • 105°C/W)
= 150°C – (0.53W • 105°C/W) = 94°C

さらに高い周囲温度で動作させるには、V－ピンに接続
するメタルの面積を増やして、表2に示されているよう
にパッケージの熱抵抗を下げます。
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アプリケーション情報

入力オフセット電圧
オフセット電圧はどの入力段がアクティブかに依存して
変化しますが、最大オフセット電圧は550µVより小さい
ことが保証されています。アンプの精度を維持するた
め、全入力同相範囲（CMRR）にわたるVOSの変化は、単
一の5Vと3Vの電源では550µVより小さくなるように制
限されています。

入力バイアス電流
入力バイアス電流の極性は、入力段が動作する、与えら
れた入力同相電圧に依存します。PNP入力段がアクティ
ブだと、入力バイアス電流は入力ピンから流れ出しま
す。NPN入力段がアクティブになると、入力バイアス電
流は入力ピンに流れ込みます。入力オフセット電流は入
力バイアス電流より小さいので、入力ピンのソース抵抗
を整合させると全オフセット誤差が減少します。

出力
LT1806/LT1807は大きな出力電流を供給できるので、短
絡電流制限は約90mAに設定されており、デバイスの損
傷を防ぎます。出力が連続して短絡しているとき、ICの
接合部温度を150℃の絶対最大定格より低く保つように
注意が必要です（消費電力のセクションを参照してくだ
さい）。アンプの出力には逆バイアスされたダイオード
があり、各電源に接続されています。出力がどちらかの
電源を超えた電圧に強制されると、無制限の電流がこれ
らのダイオードを流れます。この電流が過渡的なもの
で、100mA以下に制限されていればデバイスは損傷を受
けません。

オーバードライブ保護
入力電圧が電源を超すと、2対のクロッシング・ダイ
オードD1～D4が、出力の極性の反転を防ぎます。入力
電圧がどちらかの電源を700mVだけ超えると、ダイオー
ドD1/D2またはダイオードD3/D4がターンオンして、出
力を適切な極性に保ちます。位相反転保護が適切に動作
するには、入力電流を5mA以下に制限する必要がありま
す。アンプが過度にオーバードライブされる場合、外部
抵抗を使ってオーバードライブ電流を制限します。

LT1806/LT1807の入力段は1.4V以上の大きな差動入力電
圧に対しても、1対のバック・トゥ・バック・ダイオー
ドD5/D8によって保護されています。これらのダイオー
ドは入力トランジスタのエミッタ-ベースのブレークダ
ウンを防ぎます。これらのダイオードを流れる電流は、
アクティブ状態のとき10mA以下に制限する必要があり
ます。ワーストケースの差動入力電圧は、ユニティゲイ
ンの構成で、出力がグランドに短絡されている状態で入
力がドライブされるときに一般に生じます。さらに、ア
ンプは、各ピンに接続された1対の保護ダイオード
ESDD1～ESDD6によって、すべてのピンが最大3kVの
ESD放電に対して保護されています。これらのダイオー
ドは図1に示されているように電源に接続されていま
す。

容量性負荷
LT1806/LT1807は広帯域幅で低歪みのアプリケーション
用に最適化されています。ユニティゲイン構成では約
20pFの容量性負荷をドライブすることができ、もっと
高い利得ではさらに大きな負荷をドライブすることがで
きます。大きな容量性負荷をドライブするときは、出力
と容量性負荷の間に10Ω～50Ωの抵抗を接続してリンギ
ングや発振を防ぐ必要があります。抵抗が容量性負荷を
分離して安定性を保証するように、フィードバックは依
然出力からとる必要があります。容量性負荷のグラフ
は、特定の直列抵抗を使って容量性負荷をドライブする
ときのアンプの過渡応答を示しています。

フィードバック・コンポーネント
フィードバックを使って利得を設定するとき、フィード
バック抵抗と反転入力の全容量によって形成されるポー
ルによって安定性が低下しないように注意する必要があ
ります。たとえば、2個の1k抵抗と3pFの容量（部品およ
びPCボード）を使って設定した、非反転利得が2の
LT1806/LT1807では、おそらく過渡応答にリンギングが
生じるでしょう。106MHzにポールが形成され、アンプ
のクロスオーバ周波数が約70MHzのとき、位相マージ
ンは34度減少します。3pF以上のコンデンサをフィード
バック抵抗の両端に接続すると、リンギングや発振が止
まります。
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アプリケーション情報

SHDNピン
LT1806にはSHDNピンがあり、電源電流を0.9mA以下に
減らします。SHDNピンを“L”に引き下げると、デバイ
スをパワーダウンする信号が発生します。このピンを接
続しないでおくと、図1に示されているように、40kの内
部プルアップ抵抗により、デバイスは完全に動作状態に

保たれます。シャットダウン時に出力は高インピーダ
ンス状態になり、ターンオンとターンオフの時間は
100ns以下です。入力は1対のバック・トゥ・バック・ダ
イオードによって保護されているので、シャットダウ
ン・モード時に入力間の信号振幅が1.4Vより大きい
と、入力信号は出力にフィードスルーされます。

標準的応用例

A/D コンバータのドライブ
LT1806/LT1807の 0.01%までのセトリング時間は
（100MHzで出力インピーダンスが20Ωのとき2Vのス
テップ信号に対して）60nsなので、高速A/Dコンバータ
をドライブするのに最適です。LT1806/LT1807は入力と
出力がレール・トゥ・レールであり、低い電源電圧で動
作するので、単電源アプリケーションにも最適です。こ
のデータシートの表紙のアプリケーションに示されてい
るように、LT1807は利得20で10Msps、12ビットの
LTC1420 ADCをドライブします。LTC1420を差動でド
ライブすると、A/DコンバータのSN比および全高調波歪
みTHDが最適化されます。ローパス・フィルタ（R5、R6

およびC3）により、入力信号からくるノイズまたは歪み
積が減少します。これらの部品は歪みを増加させること
があるので、高品質のコンデンサおよび抵抗（NPOチッ
プ・コンデンサおよび金属皮膜表面実装抵抗）を使いま
す。コンバータのサンプリングによって生じる電圧グ
リッチはLT1807によってバッファされるので、グリッ
チを急速にセトリングするアンプの性能は、システムの
スプリアスのないダイナミック・レンジに影響を与えま
す。非反転利得を2に設定して、LTC1420をドライブし
ているLT1806を図2に示します。FFT応答は92dBより良
い、スプリアスのないダイナミック・レンジSFDRを示
しています。
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図5．ビデオ・ライン・ドライバの周波数応答

標準的応用例

単一電源ビデオ・ライン・ドライバ
LT1806/LT1807は広帯域レール・トゥ・レールのオペア
ンプで、出力電流が大きいので、低電源電圧のアプリ
ケーションでビデオ信号をドライブすることができま
す。無信号時の消費電力を抑えるためのAC 結合を有す
る単一電源ビデオ・ライン・ドライバを図4に示しま
す。抵抗R1とR2は入力および出力をレベル・シフトし
て最大信号振幅を提供するために使用されています。75
Ωラインとバック終端抵抗R5の整合が原因で6dB減衰し

たVOUTの信号を回復させるために、R3とR4を使って利
得が2に設定されています。バック終端により、負荷か
ら来る信号の反射が除去されます。入力終端抵抗RTは
オプションであり、入力ラインの整合が必要な場合にの
み使用します。C1、C2、C3の値は、輝度信号の垂下が
最小となるように選択します。要求条件がそれほど厳し
くない場合は、コンデンサの値を低減できます。5V電
源のときドライバの－3dB帯域幅は約90MHzで、ピーキ
ングの量はコンデンサC4の値に依存して変化します。
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図7．フィルタの周波数応答
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標準的応用例

単一3V電源、4MHz、4次バタワース・フィルタ
LT1806/LT1807の低電圧動作、低歪み、およびレール・
トゥ・レール出力の利点を利用して、図6に示されてい
るように、アンチエリアシングに適した低歪みフィルタ
を構成することができます。3V電源では、LT1807を
使って構成されたフィルタのパスバンドは2.5VP-Pの信号

に対して4MHzで、70dBを超すストップバンドは
100MHzの周波数までです。出力のDCオフセット電圧を
小さくするためのオプションとして、図6に示されてい
るように、365Ωの直列抵抗とバイパス・コンデンサを
アンプの非反転入力に接続します。
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図8．LT1713コンパレータは直列共振水晶発振器として構成されている。
LT1806オペアンプはQ = 5のバンドパス・フィルタに構成されており、fC = 1MHz。
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図9．VS = 3Vのときの発振器波形。上のトレースはコンパレータの出力。真中の
トレースは水晶からLT1713のピン2へのフィードバック。下のトレースはLT1806
によってバッファされ、反転され、Qが5のバンドパス・フィルタされている。

標準的応用例

方形波出力と正弦波出力の1MHz直列共振水晶発振器
古典的な1MHzの直列共振水晶発振器を図8に示しま
す。直列共振時には水晶は低インピーダンスで、正帰還
接続が直列共振周波数での発振の原理です。他の経路に
よるRCフィードバックが、回路がDC動作点に安定化し
て発振を止めるのを防いでいます。コンパレータの出力
は1MHzの方形波で、ジッタの測定値は5V電源では
28psRMSで、3V電源では40psRMSです。ただし、水晶の他
の側面は、高速エッジと水晶の容量によって生じる小さ
な高周波グリッチ（図9の真中のトレース）を除けば、み
ごとな正弦波です。正弦波の振幅の安定性は、この正弦
波が基本的には方形波をフィルタ処理したものであると

いう事実によって保たれます。正弦波発振器に通常付随
する振幅制御ループは直ちに必要ではありません。1こ
の正弦波をバッファしてフィルタをかけることにより、
利用することができます。これはLT1806に組み込まれ
た機能です。このデバイスはQが5のバンドパス・フィ
ルタとして構成されており、正弦波を整形し、バッファ
するのに適しています。歪みは2次高調波と3次高調波に
対して－70dBcと－60dBcで測定されました。

1振幅はコンパレータの出力振幅のリニア関数になります。これは電源に依存す
るので、制御可能です。ここでの重要な差異は、追加の振幅安定化ループはど
れも、発振しない領域の回避およびクリッピングという古典的課題に直面する
ことがないということです。
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1.50 – 1.75
(.059 – .069)

(NOTE 3)

2.60 – 3.00
(.102 – .118)

.25 – .50
(.010 – .020)

(6PLCS, NOTE 2)

L

DATUM ‘A’

.09 – .20
(.004 – .008)

(NOTE 2)

A1
S6 SOT-23 0401

2.80 – 3.10
(.110 – .118)

(NOTE 3)

.95
(.037)
REF

A A2

1.90
(.074)
REF

.20
(.008)

.90 – 1.45
(.035 – .057)

.00 – 0.15
(.00 – .006)

.90 – 1.30
(.035 – .051)

.35 – .55
(.014 – .021)

1.00 MAX
(.039 MAX)A

A1

A2

L

.01 – .10
(.0004 – .004)

.80 – .90
(.031 – .035)

.30 – .50 REF
(.012 – .019 REF)

PIN ONE ID

MILLIMETERS
(INCHES)

NOTE:
1. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS

2. DIMENSIONS ARE IN

3. DRAWING NOT TO SCALE
4. DIMENSIONS ARE INCLUSIVE OF PLATING
5. DIMENSIONS ARE EXCLUSIVE OF MOLD FLASH AND METAL BURR
6. MOLD FLASH SHALL NOT EXCEED .254mm
7. PACKAGE EIAJ REFERENCE IS: 
    SC-74A (EIAJ) FOR ORIGINAL
    JEDEC MO-193 FOR THIN

SOT-23
(Original)

SOT-23
(ThinSOT)

S6パッケージ
6ピン・プラスチックSOT-23

(Reference LTC DWG # 05-08-1634)
(Reference LTC DWG # 05-08-1636)

パッケージ寸法　注記がない限り寸法はインチ（ミリメートル）。

ミリメートル
（インチ）

NOTE：
1. 標準寸法：ミリメートル

2. 寸法は

3. 図は実寸とは異なる
4. 寸法には半田を含む
5. 寸法にはモールドのバリやメタルのバリを含まない
6. モールドのバリは0.254mmを越えてはならない
7. パッケージのEIAJ参照番号：
オリジナルはSC-74A (EIAJ)
THINはJEDEC MO-193
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MSOP (MS8) 1100

* DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS. MOLD FLASH, 
PROTRUSIONS OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.006" (0.152mm) PER SIDE

** DIMENSION DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH OR PROTRUSIONS. 
INTERLEAD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.006" (0.152mm) PER SIDE

0.021 ± 0.006
(0.53 ± 0.015)

0° – 6° TYP

SEATING
PLANE

0.007
(0.18)

0.043
(1.10)
MAX

0.009 – 0.015
(0.22 – 0.38)

0.005 ± 0.002
(0.13 ± 0.05)

0.034
(0.86)
REF

0.0256
(0.65)
BSC

1 2 3 4

0.193 ± 0.006
(4.90 ± 0.15)

8 7 6 5

  0.118 ± 0.004*
(3.00 ± 0.102)

    0.118 ± 0.004**
(3.00 ± 0.102)

MS8パッケージの
8ピン・プラスチックMSOP

(Reference LTC DWG # 05-08-1660)

パッケージ寸法　注記がない限り寸法はインチ（ミリメートル）。

*寸法にはモールドのバリ、突出部、またはゲートのバリを含まない。モールドのバリ、
突出部、またはゲートのバリは、各サイドで0.006"（0.152mm）を超えないこと

**寸法には、リード間のバリまたは突出部を含まない。リード間のバリまたは突出部は、
各サイドで0.006"（0.152mm）を超えないこと
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0.016 – 0.050
(0.406 – 1.270)

0.010 – 0.020
(0.254 – 0.508)

× 45°�

0°– 8° TYP
0.008 – 0.010

(0.203 – 0.254)

SO8 1298

0.053 – 0.069
(1.346 – 1.752)

0.014 – 0.019
(0.355 – 0.483)

TYP

0.004 – 0.010
(0.101 – 0.254)

0.050
(1.270)

BSC

1 2 3 4

    0.150 – 0.157**
(3.810 – 3.988)

8 7 6 5

  0.189 – 0.197*
(4.801 – 5.004)

0.228 – 0.244
(5.791 – 6.197)

DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH. MOLD FLASH 
SHALL NOT EXCEED 0.006" (0.152mm) PER SIDE
DIMENSION DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH. INTERLEAD 
FLASH SHALL NOT EXCEED 0.010" (0.254mm) PER SIDE

*

**

S8パッケージ
8ピン・プラスチック・スモール・アウトライン（細型0.150インチ）

(Reference LTC DWG # 05-08-1610)

パッケージ寸法　注記がない限り寸法はインチ（ミリメートル）。

*寸法にはモールドのバリを含まない。
モールドのバリは各サイドで0.006"（0.152mm）を超えないこと

**寸法にはリード間のバリを含まない。
リード間のバリは各サイドで0.010"（0.254mm）を超えないこと

リニアテクノロジー・コーポレーションがここで提供する情報は正確かつ信頼できるものと考えておりますが、その使用に関する責務は一切
負いません。また、ここに記載された回路結線と既存特許とのいかなる関連についても一切関知いたしません。なお、日本語の資料はあくまで
も参考資料です。訂正、変更、改版に追従していない場合があります。最終的な確認は必ず最新の英語版データシートでお願いいたします。
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 LINEAR TECHNOLOGY CORPORATION 2000

18067f 1200 0.5K • PRINTED IN JAPAN

標準的応用例

FET入力、高速、高利得フォトダイオード・アンプ
フォトダイオードに応用された高速、高利得のトランス
インピーダンス・アンプを図10に示します。JFETバッ
ファは入力バイアス電流が非常に低く高速なのでここに
使われています。LT1097と2N3904がJFETをIDSSにバイ
アスして、オフセットをゼロにし、電圧ノイズを最小に
します。JFETはLT1806をドライブし、RFが高速ループ
をJFETの入力に戻して閉じ、トランスインピーダンス
利得を設定します。C4により高速ループの位相マージ
ンが改善されます。出力電圧ノイズ密度は、RFを短絡し
た状態で、9nV/√Hzと測定されました。RFを100kから
1Mまで変化させて、10MHzの帯域幅にわたって測定し

た全出力ノイズは1mVRMS以下でした。図4には様々なRF
の値で達成された結果が示されており、図11にはRF =
499kでの時間領域の応答が示されています。

表4．様々なRFで、1.2Vの出力ステップで達成された結果

10% to 90% –3dB
RF RISE TIME BANDWIDTH

100k 64ns 6.8MHz

200k 94ns 4.6MHz

499k 154ns 3MHz

1M 263ns 1.8MHz

–

+

R3
10k

R1
10M

SIEMENS/
INFINEON
SFH213FA

PHOTODIODE R2
1M

RF

49.9Ω

50Ω

18067 F10

R5
33Ω

R4
2.4k

3

6

4

7

VS
+

VS
–

VS
–

2

C2
2200pF

C3
0.1µF

C1
100pF

C4
3pF

LT1097

–

+

2

6

4

7

VOUT

*2N5486

VS
+

VS
+

VS
–

VS
–

3
LT1806

2N3904
*ADJUST PARASITIC CAPACITANCE AT
  RF FOR DESIRED RESPONSE
  CHARACTERISTICS
VS = ±5V

図10．高速、高利得フォトダイオード・アンプ

100mV/DIV

200ns/DIV 18067 F11

図11．RF = 499kでのステップ応答

関連製品

製品番号 説明 注釈

LT1395 400MHz電流帰還アンプ スルーレート：800V/µs、シャットダウン

LT1399 トリプル300MHz電流帰還アンプ 利得平坦性：150MHzまで0.1dB、シャットダウン

LT1632/LT1633 デュアル/クワッド45MHz、45V/µs 高DC精度：1.35mV VOS(MAX) 、出力電流：70mA、
レール・トゥ・レール入力および出力オペアンプ 最大電源電流：5.2mA/アンプ

LT1809/LT1810 シングル/デュアル180MHzレール・トゥ・レール入力および出力のアンプ スルーレート：350V/µs、シャットダウン、低歪み：5MHzで－90dBc

リニアテクノロジー株式会社
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6秀和紀尾井町パークビル8F
TEL 03-5226-7291• FAX 03-5226-0268 • www.linear-tech.co.jp


